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【はじめに】SiC デバイスのチップコスト低減のためウエハの大口径化が求められおり、我々は

150mmφサイズに対応したエピ技術の開発を行っている。C 面エピタキシャル成長面内均一性向

上のための制限要因の把握[1]やスループットの向上の検討[2]を行うために、3 インチφ基板を 2

枚並べた「みなし 6インチ」実験の形態を採用してきた。 

【実験方法】本研究では市販の 150mmφC 面ウエハを用いて 3×150mm対応のホットウォール型

減圧化学気相成長装置によるエピ成長を行った。ガス系は SiH4/C3H8/H2である。150mmφウエハ

位置に 3 インチφウエハをホルダープレートの直径方向に 2 枚並べた「みなし 6 インチ」成長実

験を同条件にて行い、膜厚とキャリア濃度分布を比較した。 

【実験結果】図 1 に成長速度のホルダープレート径方向分布、図 2 にはキャリア濃度の分布の比

較結果の例をそれぞれ示す。150mmφウエハで得られた成長速度およびキャリア濃度の面内分布

は、みなし実験による結果と良い一致を見ることが分かり、実験前に懸念されたウエハエッヂや

2 枚間の不連続点での異常な分布は見られず、条件出しなどの実験であれば安価な 3 インチφウ

エハを 2枚用いるみなし実験は 150mmφエピ実験の代用として十分であることが分かった。 
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図 1 成長速度のプレートホルダー径方向分布     図 2 キャリア濃度のプレートホルダー径方向分布 
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